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１．概要（Summary） 

III-V族化合物太陽電池の更なる高効率化のためには、

ヘテロ界面付近のドーパント濃度の制御が重要と考えら

れる[1]。今回は、高効率メカニズムを明らかにするため、

エミッタ層の成長条件のみを変えた 2種のヘテロ pn接合

太陽電池を作製し、ドーパント濃度分析を産業技術総合

研究所ナノプロセシング施設の設備を利用して行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

二次イオン質量分析装置(D-SIMS) 

【実験方法】 

ヘテロ接合太陽電池の pn 接合構造は、n-InGaP エミ

ッタ(150 nm)/p-GaAsベース(250 nm)とした。エミッタ層

のドーパントには硫黄(S)を用い、S 濃度の異なるヘテロ

接合#1，#2 を作製した。比較用に n-GaAs エミッタ (50 

nm)/p-GaAsベース (250 nm)のホモ接合太陽電池も用

意した。p-GaAs ベース層の設計は共通とした。SIMS の

一次イオンは Cｓ＋、加速電圧は 3 keV、ビーム電流はお

よそ 50 nA とした。二次イオン信号強度は、ドーパント濃

度が既知の標準試料を用いて定量化した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

各太陽電池の S濃度のデプスプロファイルを Fig. 1に

示す。表面側の GaAs、AlInP はそれぞれコンタクト層、

ウィンドウ層であり、いずれも S 濃度は高い。比較用のホ

モ接合の場合、InGaP はウィンドウ層の役割を果たして

おり、Fig.1から pn接合がGaAs層内に存在していること

が分かる。AlInPからの拡散の影響が大きいが、ヘテロ接

合#1と#2では InGaP/GaAsヘテロ界面付近において約

一桁の Sの濃度差があることを確認した。これらの太陽電

池の光照射時の電気出力は、ホモ接合とヘテロ接合#1

がほぼ等しく、ヘテロ接合#2は他の 2種よりも有意に高か

った。一般的にエネルギー損失は主にナローギャップ材

料内（今回の場合 GaAs ベース層）で生じるが、今回の実

験ではワイドギャップ材料のエミッタ層によってナローギャ

ップ材料内の損失を制御できる可能性を示した[2、3]。 
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Fig.1 Depth profiles of the sulfur concentration. 
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